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室温成膜技術は、有機 EL ディスプレイ等フレキシブルエレクトロニクス分野で用いられる

耐熱性の低いフレキシブル基板上でのデバイス作製プロセスに必要である。我々はこれまで、

高純度(約 100%)オゾンガスの UV 分解で得られた励起状態酸素原子による 200℃での高品質シ

リコン酸化膜（SiO2膜）の作製を実現した [1]。今回、CVD 成膜温度の更なる低温化のため、

高純度オゾンとエチレン（C2H4）ガスの反応による大量の OH ラジカル生成技術[2]を CVD に

適用し、室温での SiO2成膜を試みた。 

図 1 に CVD 装置の構成を示す。供給するガスは、高純度オゾン（発生装置：明電舎 MPOG

シリーズ）・エチレン・テトラエトキシシラン（TEOS）・キャリア用 N2である。CVD炉は、処

理基板表面付近で CVD反応を促進させることを目的として、シャワーヘッド型のガス供給方式

で高純度オゾンガスとエチレンガスを基板表面付近で混合できる方式（ダブルシャワーヘッド

構造[3]）を採用した。この方法で室温 Si 基板上への成膜に成功した SiO2膜の成膜速度を図 2

に示す。室温堆積にも関わらず 10nm/min 以上の高い成膜速度を有し、また TEOS 流量が大きく

なるほど成膜速度を増加させることができた。なお当成膜技術は、原料ガス（TEOS）を他に変

えることや ALD に適用することで、他種の酸化膜（Al2O3,TiO2等）の低温成膜も期待できる。 

当日は SiO2膜の電気的特性やバリア性（水蒸気透過度）の特性も報告する予定である。 
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Fig.1 Schematic picture of CVD configuration.  Fig.2 SiO2 film deposition rate on Si(100). 
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